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Лазеры на соединениях AIIBVI с оптической и электронной 
накачкой известны давно. Используя методы молекулярно-лучевой 
эпитаксии и химического осаждения из металлоорганических 
соединений, удалось создать инжекционные лазеры в сине-зеленом 
диапазоне [1]. Для изготовления таких лазеров используются также 
нитриды металлов III группы, которые наиболее эффективны в синей 
области. В зеленой же области излучения лучшими характеристиками 
обладают лазерные диоды на широкозонных халькогенидах [2]. 
Однако требуется дальнейшая оптимизация структуры активной 
области гетеролазеров [3].

В работе проанализированы волноводные параметры типичных 
гетероструктур, излучающих в сине-зеленой области, а также 
подобраны оптимальные толщины слоев лазерного волновода для 
увеличения параметра оптического ограничения и снижения значения 
порогового тока накачки. Анализ зависимости параметра оптического 
ограничения от ширины и числа квантовых ям проведен в модели 
эквивалентного волновода [4] с учетом дисперсии вблизи краевой 
полосы испускания [5]. Численно определены оптимальные ширины 
квантовых ям и барьерных областей, найдено оптимальное значение 
числа квантовых ям, проведено сравнение параметров волноводной 
структуры лазеров в системах ZnCdSe-ZnSe и ZnCdSe-ZnSeS. Как 
показано, оптимизация активной области лазеров может быть 
достигнута путем уменьшения толщины барьерных волноводных 
слоев до 0.08-0.13 мкм и увеличением числа квантовых ям до 3-5. 

Работа частично выполнялась по проекту № В-176 МНТЦ.
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